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【背景と目的】太陽電池用シリコンウェハーはその生産性の高さから、主にダイヤモンドワイヤ

ーソー(DWS)によってスライスされる[1]。しかし、スライス後には DWS 特有のダメージが残留

し、ウェハーの機械強度やその後のセル作製プロセスへ影響を与えることが報告されている。ウ

ェハーの薄型化によって生産コスト削減が期待できるが、それに伴いスライスダメージを起点と

した破損が懸念されるため、さらなる薄型化のためには低ダメージなスライス技術の開発が重要

である。また、ダメージが十分抑制された薄型ウェハーは高いフレキシビリティーを示すため、

車載用途などの次世代太陽電池デバイスへの応用も期待される。我々は高度なスライス制御を目

的としたスライスダメージに関する評価を行っており、これまでに低ダメージスライス制御を行

うことでウェハーのフレキシビリティーが向上すること、またワイヤーの摩耗がダメージやフレ

キシビリティーに大きな影響を与えることを確認した[2]。本研究では、スライス後のダメージエ

ッチングのプロセスに着目し、エッチング後の残留ダメージを評価した。 

【実験】スライス条件の異なる Cz ウェハーを使用した。As-sliced 試料に対し、20 wt% KOH によ

る 70℃、20 分、片側約 15 μmのダメージエッチングを行い、エッチング有無でのダメージの差を

評価した。ダメージ評価にはラマン分光法、マイクロ波光伝導応答法(μ-PCR) 、走査型電子顕微

鏡(SEM)を使用した。 

【結果・考察】図 1、図 2 に従来スライス条件(Conventional)と改良スライス条件(Advanced)によっ

てスライスされたウェハーの、ダメージエッチング前後におけるウェハー表面の SEM 像を示す。

両条件においても、スライスによる表面のクラックはエッチングによって除去されている一方で、

図中の矢印で示すようにスライス痕は残留している。しかし、Advanced 条件試料ではダメージエ

ッチング後のラフネスが Conventional 条件試料と比較して抑制されていることが確認できた。こ

のようなスライス痕は、テクスチャリング後に残留した場合、太陽電池の変換効率に影響を与え

ることが報告されており、変換効率や歩留まりの向上実現のためには高精度なスライス、適切な

ダメージエッチングによってこれを最小限に抑えることが重要である[3]。 
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Fig. 2. SEM images of Advanced sample (a) as-sliced  

(b) etched for 20 min in 20 wt% KOH at 70℃ 

 

Fig. 1. SEM images of Conventional sample (a) as-sliced  

(b) etched for 20 min in 20 wt% KOH at 70℃ 
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